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近年のトラフィック増加とそれに伴う IPルーター等の消費電力増加が大きな問題となっている．

この問題に対し，我々はネットワークの大容量化と低消費電力化を両立する光パスネットワーク

構築を目指している [1]．光パスネットワークでは通信ごとに経路を割り当てるため，これらの経

路を切り替える光パススイッチが必要となる．これまでに我々はこのスイッチを SOI 基板上に製

作し，低クロストーク構造の 2×2 スイッチ [2]や 4×4 スイッチ [3]を報告してきた．今回，さら

なる大規模化のステップとして 8×8 スイッチの製作について検討した． 
8×8 スイッチは SOI 基板上に電子ビーム描画と反応性イオンエッチングで形成され，マッハ-

ツェンダー干渉計とともに集積されたヒーターで制御される．このヒーターの製作に①リフトオ

フプロセス，②CMOS プロセスの 2 つを試した．①のリフトオフプロセスはこれまで我々が製作

に使用してきたプロセスであり，電気配線は Au，ヒーターは Pt である．これらの金属をフォト

リソグラフィーと真空蒸着を組み合わせて，不要部分をリフトオフで除去して形成する．一方②

は CMOS プロセスを適用したものであり，電気配線は Al-Si 合金，ヒーターは TiN である．これ

らの金属をフォトリソグラフィーとドライエッチングで加工した．図 1 にこれら 2 つのプロセス

を使用して製作したスイッチの比較を示す．(a) のリフトオフで製作したものはヒーターの抵抗値

が 100 - 1000 Ωでばらついており，これは Auと Pt の接点が問題と推測された．一方 (b) の CMOS
プロセスで製作したものは~240 Ωでほぼ均一なものが得られ，より良好な特性が期待できる．製

作したスイッチの基本特性は当日報告したい． 
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図 1 製作した 8×8 Si マトリックススイッチの光学顕微鏡像．拡大図はヒーター制御マッハ-ツェンダー干渉計

スイッチ．(a) リフトオフプロセス．(b) CMOS プロセス． 
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